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摘要(译)

[目的]提供一种包括即使在小区域中也表现出令人满意的性能的保护电路
的半导体器件，超声波图像拾取装置，半导体器件制造方法和超声波成
像系统。 [解决方案]根据本技术的半导体器件包括形成在SOI衬底上的集
成电路，该SOI衬底包括由晶体硅形成的硅衬底，层叠在硅衬底上的
BOX层，以及层叠在BOX层上的SOI层，半导体器件包括：保护电路;和
元素分离区域。保护电路构成集成电路，并包括具有与硅衬底相同的晶
体取向的半导体区域。元件分离区域穿透SOI衬底并分离保护电路。
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